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Тематика научных и прикладных исследований: 

1.Электрохимические процессы анодирования вентильных металлов Al, Ta, 

Nb, Ti. 

2.Разработка электрохимической алюмооксидной технологии (ЭЛАТ) ГИС и 

многокристальных модулей, включая основные базовые операции: 

вакуумное напыление; фотолитография; анодирование. 

3. Формирование односторонних и двухсторонних регулярных мембран 

различной толщины и различного назначения. 

4. Исследование процессов электрохимического и химического осаждения 

проводниковых и полупроводниковых соединений с формирование 

нанонитей и наноточек. 

5. Электрохимические методы формирования наноструктурированных 

металлических и металл-диэлектрических оснований для элементов памяти и 

эффективных фотоэлектрических устройств. 

 

           ЭЛАТ позволяет создавать практически любое радиоэлектронное 

устройство на основе алюминия и его оксидов, включая алюминиевые 

подложки, многоуровневую систему межсоединений и корпуса для ГИС и 

СБИС. ЭЛАТ запатентована в России, Белоруссии и США. 

Практическое применение разработок НИЛ: связанные устройства, СВЧ 

устройства гигагерцового диапазона, многокристальные модули, различные 

мощные радиоэлектронные устройства, прецизионные мембраны с каналами 

до 1 нм, малоинерционные датчики влажности и температуры, 

наноконденсаторы с удельной ёмкостью 10-100 мкФ/см
2
 и др. 

На международных выставках разработки НИЛ 4.2 получали золотые и 

серебряные медали. Опубликовано более 200 статей и 2 монографии. 

 



Анодированные подложки: 

высокая мощность рассеяния, 

высокая механическая прочность, 

превосходная электро-изоляция, 

устойчивость к ЭМ излучению,  

стабильная диэлектрическая 

проницаемость в гигагерцовом 

диапазоне частот, неограниченная 

конфигурация и размеры, 

экологичность и простота 

утилизации. 
 

 

 
Корпуса для 
многокристальных модулей 
и интегральных микросхем: 
механическая прочность, малые 
размеры и вес, высокая 
теплопроводность, стабильность, 
надежность электрических 
контактов, улучшенное 
экранирование ЭМ излучения, 
нетоксичность используемых 
материалов, низкая стоимость и 
возможность утилизации 

 
 

 
Многоуровневая система 
металлизации: 
планарность поверхности, 

высокая 
степень интеграции, 
воспроизводимость и высокая 
точность геометрических 

размеров, 
высокая мощность рассеяния, 
возможность встраивания 
резистивных и емкостных 
элементов в объем системы 
металлизации, высокая 
устойчивость к механическим, 
температурным и 
электромагнитным эффектам. 

 

 

 



 
Нагревательные элементы 
на алюминиевом основании: 
высокоэффективные устройства, 
высокая скорость и 

равномерность нагрева, 

разнообразие форм и 
размеров нагревательных 
элементов, низкий вес, 
механическая прочность и 
возможность использования в 
качестве опорной структуры. 

 

 

Технология формирования 
мембран на основе 
пористого анодного оксида 
алюминия: 
свободные высокоорганизованные 
мембранные матрицы из 
наноструктурированного порис-

того анодного оксида алюминия 
толщиной ~25-90 мкм и 

диаметром пор ~35-45 нм; 

технологичность, воспроиз-

водимость и регулярность 

морфологических параметров 

структуры актуальны для 

получения нанопористых 
матричных темплат для 
последующего электрохими- 
ческого формирования на их 
основе нанонитей из магнитных 
композиционных материалов, 
датчиков различного назначения, 
сенсорных устройств. Разработка 
технологии двухстороннего 
анодирования. 
 

 

Структуры со встроенными коммутационными 
элементами: (a) кристаллодержатель; (b) меандры; 

(c) тестовый набор проводниковых элементов. 

 

Электрохимическое 
осаждение магнитных 
материалов в пористую 
матрицу анодного оксида 
алюминия: 
однородное и селективное 
осаждение магнитных материалов 
(Ni, Fe, Cо) и проводящих  

материалов (Cu) является 

актуальным для формирования 

элементов памяти, магнито-

резистивных устройств и 

металлизации сквозных 

 



отверстий. 

 

Электрохимическое 
осаждение 
полупроводниковых 
материалов: 
электрохимическое и послойное 

химическое (SILAR) осаждение 

полупроводников на основе 

кестеритов и сульфидов олова 

различного типа проводимости на 

наноструктурированные 

основания различного состава 

является актуальным для 

формирования эффективных 

фотопреобразователей и 

солнечных элементов. 
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Формирование темплата 
пористого анодного оксида 
алюминия для осаждения 
углеродных нанотрубок: 
Разработана конструкция 
чувствительных элементов 
пленочных емкостных сенсоров 
нефарадеевского типа на основе 
упорядоченных массивов 
углеродных нанотрубок. 
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